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Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllag. Per consultar l'idioma us caldra introduir el CODI de l'assignatura.

Tingueu en compte que la informacioé és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Prerequisits
Coneéixer a nivell basic:
a) Teoria de circuits.

b) Electrostatica basica.

c) Matematiques.

d) Fonaments dels diodes i transistors.

e) Fonaments dels principis fisics dels semiconductors.

f) Fonaments de simuladors circuitals.

Objectius

Els objectius generals d'aquesta assignatura son:

a) Conéixer els fonaments dels processos microelectronics basics i la seva integracié en tecnologia CMOS.

b) Conéixer les caracteristiques com a dispositiu electronic del transistor MOS i els seus models SPICE més

importants.

c) Ser capagos de relacionar les caracteristiques eléctriques del transistor MOS amb els parametres
tecnologics de la tecnologia CMOS corresponent.

d) Conéixer a grans trets els problemes actuals associats a I'estat de la tecnologia microelectronica i les
principals tendéncies en la seva evolucio.



https://sia.uab.cat/servei/ALU_TPDS_PORT_CAT.html

Competencies

® Actitud personal

® Comunicacié

® Dissenyar components i circuits electronics en base a especificacions
® Habits de pensament

® Habits de treball personal

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les técniques de simulacié per a I'analisi de les prestacions.

Desenvolupar estratégies d'aprenentatge autdbnom.

Desenvolupar la capacitat d'analisi i de sintesi.

Dissenyar dispositius electronics basics, establint la relacié amb la tecnologia de fabricacio.

Gestionar la informacio incorporant de manera critica les innovacions del propi camp professional, i
analitzar les tendéncies de futur.

Prendre decisions propies.

Utilitzar I'anglés com l'idioma de comunicacio i de relacié professional de referéncia.

8. Ultilitzar models de circuits del comportament eléctric de dispositius electronics, incloent parasits i fonts
de soroll, i tenint en compte les seves limitacions.
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Continguts

PART |. Processos tecnologics

Introduccid: Tecnologia CMOS. Sales blanques. Litografia
Creixement silici

Difusié impureses

Implantacio idnica

Oxidacio térmica. Procés LOCOS

Deposicio de capes. Creixement epitaxial

Metal-litzacio

Gravat

Processos Back-End. Damasquinat

PART II. Transistor MOS

Introduccid a la fisica de semiconductors i teoria de bandes
La capacitat MOS. Estructura i estats de polaritzacio

El transistor MOS. Estructura i estats de conduccio

Model SPICE LEVEL 1

Model SPICE LEVEL 2



Model SPICE LEVEL 3
LABORATORI
Definicio d'un procés tecnologic

Caracteritzacio eléctrica del TMOS

Metodologia
La formacié es basara en classes magistrals i practiques de laboratori i aula.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulacio, per a la
complementacio per part de lI'alumnat de les enquestes d'avaluacié de I'actuacié del professorat i d'avaluacio
de l'assignatura/modul.

Activitats formatives

Titol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 24 0,96 1,3,4,5,8
Problemes a l'aula 12 0,48 1,3,4,6,8
Practiques de laboratori 12 0,48 1,3,4,6,8

Tipus: Supervisades

Tutories 5 0,2 2,3,5

Tipus: Autdonomes

Estudi 40 1,6 2,3,5

Preparacio de les practiques de laboratori 8 0,32 1,3,4,6,7,8

Resolucié de problemes 25 1 1,2,3,4,6,8
Avaluacio

a) Procés i activitats d'avaluacio programades
L'assignatura s'avalua a partir de les activitats seguents:

- EP1: Examen parcial 1. Examen de la part 1: Processos Tecnoldgics. Consta d'una seccié de teoria i una de
problemes. 37.5% de NOTA FINAL.

- EP2: Examen parcial 2. Examen de la part 2: Transistor MOS. Consta d'una secci6 de teoria i una de
problemes. 37.5% de NOTA FINAL.

- LABINF: Informe de practiques laboratori. 25% de NOTA FINAL.



La realitzacio de TOTES aquestes activitats habilita I'avaluacio continuada sempre i quan la nota mitjana sobre
10 dels 2 examens parcials sigui igual o superior a 4.5.

Les activitats recuperables son:

EP1i EP2, tal i com s'indica a 'apartat c).

Les activitats NO recuperables son:

LABINF.

Per poder avaluar I'activitat LABINF és necessari:

1) Assistir a TOTES les sessions de laboratori (caldra presentar justificants d'abséncia si és el cas).
2) Presentar l'informe dins de termini.

RESUM:

NOTA EXAMEN = NOTA_EP1*0.5 + NOTA_EP2*0.5

Si NOTA EXAMEN > 4.5 aleshores:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN*0.75 + NOTA LABINF*0.25

Si NOTA EXAMEN < 4.5 aleshores:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN

Totes les NOTES de I'expressio anterior es consideren sobre 10.
b) Programacié d'activitats d'avaluacié

El calendari d'activitats d'avaluacié* es publicara a través de I'Aula Moodle (CAMPUS VIRTUAL) durant les
primeres setmanes del semestre. En tot cas esta previst que:

-EP1 tingui lloc a meitat desemestre: darrera setmana dedicada a Part 1 (just abans o després de Setmana
Santa).

-EP2 tingui lloc a final de semestre: darrera setmana dedicada a Part 2 (just abans del periode d'examens de
recuperacio).

-L'informe de les activitats de laboratori, LABINF, es lliurara no més tard de la data de I'examen de
recuperacié®, de la manera que s'indiqui a través de I'Aula Moodle.

*Els examens de recuperacio es faran publics a la web de I'Escola d'Enginyeria (apartat examens).

c¢) Procés de recuperacio

D'acord amb la normativa UAB, I'estudiant només es pot presentar a la recuperacié sempre que s'hagi
presentat a un conjunt d'activitats que representin un minim de dues terceres parts de la qualificacioé total de
l'assignatura. En el cas d'aquesta assignatura, aquesta condicié necessaria nomeés es satisfa si I'estudiant s'ha
presentat als dos examens parcials.

Les Uniques activitats d'avaluacié recuperables sén els examens parcials EP1 i EP2, a través d'un EXAMEN
FINAL de RECUPERACIO/MILLORA.

Aquest EXAMEN FINAL de RECUPERACIO/MILLORA consta de 2 parts independents corresponents a la
Part 1 (Processos Tecnologics) i Part 2 (Transistor MOS), cadascuna d'elles amb les seves seccions de teoria
i de problemes (idéntic format al d'examens parcials),de tal manera que permet recuperar/millorar la nota
d'una Unica part o de les dues parts de l'assignatura. Aixi, la nota de cada part, NOTA_FINAL1 i



NOTA_FINAL2, substitueix la nota del parcial corresponent, NOTA_EP1 i NOTA_EP2, sempre que la primera
superi la segona.

Per tant, 'EXAMEN FINAL de RECUPERACIO/MILLORA, com el seu nom indica, MAI dona lloc a una nota
d'examen de l'assignatura inferior a I'obtinguda per parcials.

RESUM:

NOTA EXAMEN = MAX(NOTA_EP1 ; NOTA_FINAL1)*0.5 + MAX(NOTA_EP2 ; NOTA_FINAL2)*0.5
Si NOTA EXAMEN > 4.5 aleshores:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN*0.75 + NOTA LABINF*0.25

Si NOTA EXAMEN < 4.5 aleshores:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN

Totes les NOTES de I'expressio anterior es consideren sobre 10.

d) Procediment de revisié de les qualificacions

Per a cada activitat d'avaluacio, s'indicara (a través de Campus Virtual) lloc, data i hora de revisié en la que
I'estudiant podra revisar l'activitat amb el professor. En aquest context, es podran fer reclamacions sobre la
nota de l'activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de I'assignatura. Si I'estudiant no es
presenta a aquesta revisio, no es revisara posteriorment aquesta activitat.

e) Qualificacions

Un estudiant es considerara No Avaluable (NA) si es compleix una de les dues condicions seguents:
a) No s'ha presentat a algun dels dos examens parcials EP1 i EP2.

b) No ha presentat I'informe de laboratori LABINF.

D'altra banda, seguint normativa UAB, entre aquells alumnes que superin la qualificacio final de 9.0, es podran
atorgar un maxim de Matricules d'Honor (MH) igual al 5% (arrodonint per excés) dels estudiants matriculats.
En el cas que el nombre d'estudiants matriculats sigui inferior a 20, es podra atorgar 1 MH.

f) Irregularitats per part de I'estudiant, copia i plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinaries que s'estimin oportunes, es qualificaran amb un zero les
irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variacio de la qualificacioé d'un acte d'avaluacio.
Per tant, la copia, el plagi, I'engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d'avaluacié implicara
suspendre-la amb un zero.

g) Avaluacié dels estudiants repetidors

A partir de la segona matricula, I'alumne pot optar per convalidar la nota de laboratori (NOTA LABINF) de
cursos anteriors. En aquest cas, NO cal comunicar-ho previament al professor responsable de I'assignatura.

Activitats d'avaluacio continuada

Titol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 75% 6 0,24 1,2,4,5,6,7,8




Practiques de laboratori i memoria corresponent 25% 18 0,72 1,3,4,6,8
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